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复位阀值 (V) 产品标识 封装类型
最小值 典型值 大值 

2.28 2.32 2.35      HM811/812Z 
2.26 2.32 2.37      HM811/812ZB 

2.59 2.63 2.66      HM811/812R 

2.56 2.63 2.69      HM811/812RB 

2.89 2.93 2.96      HM811/812S 

2.86 2.93 3.00      HM811/812SB 

3.04 3.08 3.11      HM811/812T 
3.01 3.01 3.15      HM811/812TB 

3.93 4.00 4.06      HM811/812J 

3.92 4.00 4.08      HM811/812JB 

4.31 4.38 4.45      HM811/812M 

4.29 4.38 4.47      HM811/812MB 

4.56 4.63 4.7        HM811/812L 
4.54 4.63 4.72      HM811/812LB 

 
 
 
 
 
 

 
SOT-143

 

 

4-Pin 微控制器电源监控电路 
 

 

概要 

HM811 /HM812 是高性价比的系统监控电路，用于对数 

字系统的电源电压 VCC 进行监控，并在必要时向主处理器 
提供复位信号。提供的手动复位输入可以替代复位监控 
器，适合使用按键来复位。无需外部元件。 

VCC 下降到复位电压门限值 20 μs 之内，复位输出有效。 

VCC 上 升 到 高 于 复 位 门 限 值 后 ， 复 位 RESET 至 少 保 持 

140 ms 有效时间。HM812 RESET 输出为高电平有效， 

而 HM811 RESET 输出为低电平有效。当 VCC 低于

1.1V 时，HM811/HM812仍可保持有效输出。两个器件

都提 供 4 引 脚 SOT-143 封 装 ， 工 作 温 度 范 围 为-40℃ 
至 +85℃ 。HM811/HM812 经 过 优 化 设 计 ， 可 以 抑 制 

出 现 在 
VDD  电源线上的快速瞬态脉冲干扰。6 μA 的低供电电流 

（VDD   = 3.3V）使这两款器件适合于电池供电的应用。 

描述 
 高   精 度 监 控 电 路 ，可 对 额 定 电 压 2.0V,2.8V,3.0V,3.3V 
和 5.0V 的电源进行监控; 

手动复位输入; 

140ms Reset/Rese t 小输出周期； 

VDD  低至 1.1V 时， Reset/Reset 输出仍然有效; 

低供电电流，8μA （典型值）

VCC 瞬间变化抑制； 

小型 4 引脚 SOT-143 封装； 

无需外部元件； 

可直接替代 MAX811/812 和提供更低的门限电压选择； 

推挽式 Reset 输出； 

温度范围：-40℃至+85℃。 

 

 

产品标识 产品应用 
计算机 

服务器 

手提电脑 

线调制解调器（Cable modem） 

无线通信 

嵌入式控制系统 

白色家电 

功率计 

智能仪器 

PDA 和手持式设备 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管脚排列图 典型应用图 
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管脚描述 
 

管脚序号 

HM811   HM812 

 

管脚符号 功能描述 

１ １ GND 地 

 

２ 
   

RESET 

复位低电平有效，R E SE T 在 VCC的电压低于复位阈值，则此管脚为低电平，为
复 位有效状态；并在 VCC上升到大于复位阀值后至少 140ms 内仍保持低电平。

   

２ 
 

RESET 

复位高电平有效， RE S ET 在 VCC的电压低于复位阈值，则此管脚为高电平，为复
位有效状态；并在 VCC上升到大于复位阀值后至少 140ms 内仍保持高电平。 

 

 
３ 

 

 
３ 

 
   
MR 

手动复位输入。MR 为低电平时复位管脚有效。只要 MR 为低电平复位管脚就有 

效，并且复位管脚的状态将保持到 MR 返回高电平后的 140ms。该低电平有效

地 输入包含一个内部 20kΩ的上拉电阻。MR 不使用时悬空，可由 T TL 或者

CMOS 逻 辑驱动，也可以通过一个开关短接到地。 
MR

 

4 4 
 

VCC 电源正输入端。此管脚的电压既是内部电路的工作电源，也是被监测的电压。 

 
 

HM811 订购信息(手动复位，CMOS 复位输出，低电平有效） 
 

产品型号 封装形式 器件标识 包装尺寸 卷带宽度 数量 

 
HM811L 

 
SOT-143 

 
AMAA 

 
7’’ 

 
8mm 

 
3000 units 

 
HM811M 

 

SOT-143 
 

ANAA 

 

7’’ 
 

8mm 
 

3000 units 

 
HM811J 

 
SOT-143 

 
AOAA 

 

7’’ 8mm 3000 units 

 

HM811T 
 

SOT-143 
 

APAA 
 

7’’ 8mm 3000 units 

 
HM811S 

 
SOT-143 

 

AQAA 
 

7’’ 
 

8mm 
 

3000 units 

 

HM811R 
 

SOT-143 
 

ARAA 

 

7’’ 8mm 
 

3000 units 

 

HM811Z 
 

SOT-143 
 

AZAZ 
 

7’’ 8mm 3000 units 

 
HM812 订购信息(手动复位,CMOS 复位输出，高电平有效） 

 

产品型号 封装形式 器件标识 包装尺寸 卷带宽度 数量 

 
HM812L 

 
SOT-143 

 
ASAA 

 
7’’ 

 
8mm 

 
3000 units 

 
HM812M 

 

SOT-143 
 

ATAA 
 

7’’ 
 

8mm 
 

3000 units 

 

HM812J 
 

SOT-143 
 

AUAA 
 

7’’ 8mm 3000 units 

HM812T 
 

SOT-143 
 

AVAA 
 

7’’ 8mm 
 

3000 units 

 
HM812S 

 

SOT-143 AWAA 
 

7’’ 
 

8mm 
 

3000 units 

 

HM812R 
 

SOT-143 
 

AXAA 
 

7’’ 8mm 
 

3000 units 

HM812Z 
 

SOT-143 
 

AYAA 
 

7’’ 8mm 
 

3000 units 
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极限参数表 1 

 

 参数 描述 数值 单位 

VCC 无信号输入时供电电源 -0.3 to 6 V 

VI 输入电压 -0.3 to VCC+0.3 V 

TJ 结工作温度范围 -40 to 150 ℃ 
TSDR 引脚温度（焊接 10 秒） 300 ℃ 
TSTG 存储温度范围 -65 to 85 ℃ 

TA 工作的环境温度范围 -40 to 85 ℃ 

 
推荐工作环境 

 

参数 描述 数值 单位 

VCC 输入电压 1.0~5.5 V 

TA 环境温度范围 -40~85 ℃ 
Tj 结温范围 -40~150 ℃ 

 
热效应信息 

 

参数 描述 数值 单位 

 
JA 封装热阻---芯片到环境热阻 300 ℃/W 

 

ESD 范围 
ESD 范围 HBM(人体静电模式) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

±3kV 

ESD 范围 MM( 机器静电模式)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ±300V 
 
 
 

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影 
响，甚至造成永久性损坏。 
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电气参数 (除非另外注明典型值是在 TA=+25℃ 以及 Vcc=5V J/L/M 版本，Vcc=3.0V T/S 版本 Vcc=3V R 版本和 Vcc=2.5V Z 版本下测得出)(注 1) 

 

符号 参数描述 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

TA =0℃ ~ +70℃ 1.0 - 5.5 V   VCC 的范围 

TA =-40℃ ~ +85℃ 1.2 - 5.5 V 

 
HM811J/L/M 
HM812J/L/M 

 

Vcc=5.5V; IOUT=0 
- 10 25 μA 

 
HM811R/S/T 
HM812R/S/T 

 

Vcc=3.6V; IOUT=0 
- 8   μA 

ICC 电源电流 

 
HM811Z 
HM812Z Vcc=2.5V; IOUT=0 - 5   μA 

TA =+25℃ 2.28 2.32 2.35 V  
HM811Z HM812Z 

TA =-40℃ ~+85℃ 2.25    -                2.38        V 

TA =+25℃ 2.59 2.63 2.66 V 
 

HM811R 
HM812R TA =-40℃ ~+85℃ 2.55 -               2.70       V 

TA =+25℃ 2.89 2.93 2.96 V 
HM811S 
HM812S TA =-40℃ ~+85℃ 2.85 -               3.00       V 

TA =+25℃ 3.04 3.08 3.11 V 
HM811T 
HM812T TA =-40℃ ~+85℃ 3.00    -               3.15        V 

TA =+25℃ 3.93 4.00 4.06 V 
HM811J 
HM812J TA =-40℃ ~+85℃ 3.89   -                4.10        V 

TA =+25℃ 4.31 4.38 4.45 V 
HM811M 
HM812M TA =-40℃ ~+85℃ 4.25   -                4.50       V 

TA =+25℃ 4.56 4.63 4.70 V 

 
Vth 

 

RESET门槛电压

HM811L 
HM812L TA =-40℃ ~+85℃ 4.50 -               4.75       V 

  复位阀值温 
度系数 

  - 30 - ppm/℃

V OD=125mV,HM811/HMJ812J/L/M                                  40    VCC 到复位的延时

            V OD=125mV,HM811/HM812R/S/T/Z                                 20 

 

            μS 

tRP RESET 有效的 

时间周期 

 

VCC=VTH(MAX) 140   560 
 

ms 

tMR MR 小脉冲 
 宽度 

  10 μS 

  MR 毛刺抑制 
  (注 3) 

  100 ns 

tMD MR 至复位传输

延时 (注 2) 

  0.5 μs 

VIH 2.3 

VIL 

 
VCC>VTH(MAX),HM811/812J/L/M 

0.8 

VIH 0.7*VCC    

MR  输入门限 

VIL 

 
VCC>VTH(MAX),HM811/812R/S/T/Z 

    0.25VCC 

 

 
 

V 

MR 上拉电阻     10 20 30 kΩ 

Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd 
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HM811R/S/T/Z,Isink=1.2mA, 
Vcc=VTH(MIN) 

0.3 

HM811J/L/M,Isink=3.2mA, 
Vcc=VTH(MIN) 

     

0.4 

 

V OL(RESET) 

(HM811) 

RESET  管 脚 的

低电平输出电压

Isink=50μA,Vcc>1.0V      

0.3 

HM811R/S/T/Z,Isource=500μA 
Vcc>VTH(MAX) 

 

0.8Vcc     

VOH(RESET) 

(HM811) 

RESET  管 脚 的

高电平输出电压
HM811J/L/M,Isource=800μA 
Vcc>VTH(MAX) 

Vcc-1.5    

HM812R/S/T/Z,Isink=1.2mA, 
Vcc=VTH(MAX) 

   
 

0.3 
 

V OL(RESET) 
(HM812(P J811)                                                                                                                                                                                                                                          ) 

 

RESET 管 脚 的 
低电平输出电压

HM812J/L/M,Isink=3.2mA, 
Vcc=VTH(MAX) 

   
 

0.4 

VOH(RESET) 
(HM812(P J811)                                                                                                                                                                                                                                          ) 

RESET 管脚的

高电平输出电压
Isource=150μA,1.8V<Vcc<VTH(MIN) 

 
0.8Vcc

   

 
 
 
 
 
 

 
V 

 

HM811/HM812ZB/RB/SB/TB/JB/MB/LB RESET 门槛电压 
 

TA =+25℃ 2.26 2.32 2.37 V  
HM811ZB HM812ZB 

TA =-40℃ ~+85℃ 2.22    -               2.42         V 

TA =+25℃ 2.56 2.63 2.69 V 
 

HM811RB 
HM812RB TA =-40℃ ~+85℃ 2.50 -              2.76         V 

TA =+25℃ 2.86 2.93 3.00 V 
HM811SB 
HM812SB TA =-40℃ ~+85℃ 2.78 -              3.08         V 

TA =+25℃ 3.01 3.08 3.15 V 
HM811TB 
HM812TB TA =-40℃ ~+85℃ 2.92   -              3.23         V 

TA =+25℃ 3.89 4.00 4.10 V 
HM811JB 
HM812JB TA =-40℃ ~+85℃ 3.80   -              4.20         V 

TA =+25℃ 4.29 4.38 4.47 V 
HM811MB 
HM812MB TA =-40℃ ~+85℃ 4.16   -              4.56        V 

TA =+25℃ 4.54 4.63 4.72 V 

 
Vth 

 

RESET门槛电压

HM811LB 
HM812LB TA =-40℃ ~+85℃ 4.40 -            4.86          V 

 
注 1：器件的测试温度为 TA=+25℃，测试温度限制在设计允许的范围内。 

注 2： RESET 是HM811 的输出；RESET 是HM812 的输出。 

注 3：100ns 或更短的脉冲干扰不会产生复位脉冲。 

Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd 
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特征曲线 
 

14 

 
12 

 
10 

8 VDD = 5V 
 

6 VDD = 3V 
 

4 

VDD = 1V 
2 

 

CS81_R/S/T/Z 
No Load 

8 
CS81_J/L/M 
No Load 

6 
VDD = 5V 

 
4 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
VDD = 3V 

 
 
 
 
 
 
 
 
VDD = 1V 

 
0 
–40 –20 0 20 40 60 85 

TEMPERATURE(℃) 

0 
–40 –20 0 20 40 60 85 

TEMPERATURE (℃)(℃) 
 

供电电流 —— 温度曲线 供电电流 —— 温度曲线 
 

50 

 
40 

 
30 

VOD = 20 mV 

20 

 

CS81_Z 
50 

VOD 

40 

 
30 

 
20 

 
= 20 mV 

 

 
VOD = 100 mV 

VOD = 200 mV 

 
10 

 

0    VOD = 200 mV 

10 
VOD = 100 mV 

0 

 

 
CS81_J/L/M 

–40 –20 0 20 40 60 85 –40 –20 0 20 40 60 85 
TEMPERATURE (℃) TEMPERATURE  (℃) 

 
断电复位延迟 —— 温度曲线 断电复位延迟—— 温度曲线 

 
 

250 50 
CS81_/R/S/T/Z 

 
245 40 

 
240 

 
235 

 
230 

 
225 

 

CS81_J/L/M 

CS81_R/S/T/Z 

 
30 

 
20 VOD 

 
10 

 
0 

 

 
 
 
= 200 mV 

VOD = 100 mV 

 

 
 
 
 
VOD = 20 mV 

–40 –20 0 20 40 60 85 –40 –20 0 20 40 60 85 
TEMPERATURE (℃) TEMPERATURE  (℃) 

 
上电复位超时—— 温度曲线 断电复位延迟 —— 温度曲线 
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应用信息 
 

HM811/HM812 可 进 行 精 确 的 Vcc 监 控 ， 并 在 上 电 、 

断 

电、欠压以及电源电压下陷时提供准确的复位时序。这 

些器件还具备对电源线上的负向瞬态脉冲干扰进行抑制 

的能力。下图显示了器件可抑制的 大瞬态脉冲干扰持 

续时间与 大负向瞬态脉冲幅度的关系曲线。图中该曲 

线以下范围的瞬态脉冲持续时间和幅度都不会产生复位 

信号。图中超过该曲线以上范围视为欠压或掉电条件。 

在HM811/812 的 Vcc 引脚附近接入一个 0.1 μF 的电容

可进一步改善器件的瞬态脉冲干扰抑制性能。 
 

 
 

V DD 

 
V TH 

Overdrive = V D  D 

 
 
 
 

 
0.1 F 

 
Vcc 

 

 
4 

Vcc 

 

HM811 
2 

RESET 
 

 
 
GND 

1 

 
 
 

400 
 
T A   = +25°C 

Duration 在HM811 RESET 输出引脚外接电 R1， 

可确保在 VCC = 0V 时 RESET 输出有效 
 

320 

 
240 

 
160 

 
80 

 
0 

 

 
 
 
 
 

HM811/812J/L/M 

 
HM811/812R/S/T/Z 
 
1 10 100 1000 

RESET COMPARATOR OVERDRIVE, 

V TH   - VDD   (mV) 

 
带双向 I/O 引脚的控制器和处理器 

某些单片机具有双向复位引脚。取决于单片机引脚的电 
流驱动能力， 如果发生逻辑冲突，可能导致引脚处于不 

确定的逻辑状态。通过在HM811/HM812的输
出引脚串 联一个 4.7 kΩ 电阻，可避免上述情况的发生。
如果系统 中其他元件也需要复位信号，则应接入缓冲器
以防止增 加复位线的负载。如果其他元件需要使用单片

机的复位 I/O ，如下图中实线所示接入缓冲器。 

 

在 25°C 时 大瞬态持续时间——毛刺抑制过激励曲线 
 

断电时 RESET 复位信号的完整性 

当 Vcc = 1.0V 时，HM811 RESET 推挽输出仍有效。低 

于该电压值时，复位 输出 将变成 开路状 态，不能吸收电 

流。这意味着单片 机 的 CMOS 逻辑输入引脚将悬浮在

一 个 不 确定 的 状 态。大多数数字系统在 电源 电压高于该

电 压 值 时 已 处 于 关 断 状 态 。 然 而 ， 在 Vcc = 0V 时 仍 
需 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.1 F 

 
 
 
 
 
Vcc 

 
 
 
 
 
 
 

4 

HM811 

 

 
 
缓冲器 

RESET 经过 

缓冲器接至 系

统其它元件 
 

 
 
 
 
 
单片机 

RESET 保持有效的情况下，可在 RESET 输出引脚和地    

之间接入一个下拉电阻对杂散电容放电，以保持低电平 
输出 。尽管该电阻值不是很关键，但应在正常运行 时不 

过度增加 RESET 输出负载电流为宜（对于大多数应用可 
选择 100 kΩ ）。同 样，在HM812 的 RESET 输出引脚和 

Vcc 之间需要接入上拉电阻，以在 Vcc 低于 1.1V 时保持 

RESET 的有效高电平输出。 

RESET 

GND 
1 

4.7 k 

2 

 

 
RESET 

GND 

HM811 至双向复位 I/O 的接口电路 
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封装信息 
 

HM811/812  SOT-143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D im e n s io n s In M illim e te rs D im e n s io n s In In c h e s  

S y m b o l 
M in . M a x . M in . M a x . 

A 0 .90 0 1 .15 0 0 .0 3 5 0 .04 5 
A 1 0 .0 0 0 0 .1 0 0 0 .00 0 0 .00 4 
A 2 0 .9 0 0 1 .0 5 0 0 .03 5 0 .04 1 
b 0 .30 0 0 .5 0 0 0 .01 2 0 .02 0 

b 1 0 .75 0 0 .90 0 0 .03 0 0 .03 5 
c 0 .08 0 0 .15 0 0 .00 3 0 .00 6 
D 2 .80 0 3 .0 0 0 0 .11 0 0 .11 8 
d 0 .2 0 0 TYP . 0 .0 0 8 TYP . 
E 1 .20 0 1 .40 0 0 .0 4 7 0 .05 5 

E 1 2 .2 5 0 2 .5 5 0 0 .08 9 0 .10 0 
e 0 .9 5 0 TYP . 0 .0 3 7 TYP . 

e 1 1 .80 0 2.000 0.071 0 .07 9 
L 0 .5 5 0 RE F . 0 .0 2 2 RE F . 

L 1 0 .30 0 0 .50 0 0 .01 2 0 .02 0 
θ 0 8 0 8 
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注意! 静电

敏感器件 操作
ESD 产品 应采取
防护措施 

 
 

MOS 电路操作注意事项：
静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 
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